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Aufgabe 9.1

Wie groÿ ist der Abstand des chemischen Potentials in Silizium bei 300 K zur nächsten Bandkante
(Leitungs- oder Valenzbandkante):

a) in einem mit NA = 1013cm−3 dotiertem p-Gebiet und 1P

b) einem mit ND = 1015cm−3 dotiertem n-Gebiet? 1P

c) Wie groÿ ist die Di�usionsspannung als die Di�erenz beider chemischen Potentiale pro
Ladung? 1P

d) Wie groÿ sind die Minoritäts- und Majoritätsladungsdichten in den beiden Gebieten? 2P

Hilfestellungen: Die Breite der Bandlücke in Silizium ist Wg = WL −WV ≈ 1, 1 eV, die Tempera-
turspannung UT ≈ 26mV, die Rechengröÿen der Boltzmannnäherung sind NV ≈ 15 · 1018 · cm−3

und NL ≈ 24 · 1018 · cm−3 und die instrinsische Leitfähigkeit beträgt für 300 K ni ≈ 2 · 109cm−3.

Aufgabe 9.2

Bestimmen Sie für einen pn-Übergang mit derselben Akzeptor- und Donatordichte wie in der
Aufgabe zuvor (NA = 1013cm−3 und ND = 1015cm−3)

a) die Breiten w, wp und wn der Raumladungszone. 3P

b) Wie groÿ ist die Kapazität des pn-Übergangs bei UD = 0 bei einem Querschnitt des Über-
gangs von A = 0,1mm2? 2P

Hinweise: Die Di�usionsspannung für die gegebenen Dotierdichten wurde in der Aufgabe zuvor
berechnet. Elementarladung 1, 6 · 10−19C. Dielektrizitätskonstante von Silizium εSi ≈ 10−10 F

m
.
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